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Os circuitos RC e RL, segundo [1], possuem aplicações básicas, contudo fundamentais.
O estudo aprofundado desses sistemas revelou a necessidade de solucionar aspectos não
teorizados previamente. Sendo estes, o dimensionamento de filtros capacitivos para circui-
tos retificadores monofásicos e de diodos para a proteção contra tensões reversas geradas
por indutores.

A seleção desses componentes é realizada, habitualmente, de forma arbitrária. Entre-
tanto esta atitude traz imprecisões na modelagem do projeto. Dessa forma, o presente
trabalho esclarece o modo de como tais imprecisões devem ser resolvidas.

Tratando-se do circuito RC, observa-se que os métodos tradicionais para o cálculo do
valor da capacitância baseiam-se na reatância capacitiva atrelada a lei de Ohm, que por
consequência não levam em consideração a carga que será alimentada. O novo método
proposto busca aperfeiçoar o dimensionamento de filtros capacitivos para retificadores,
atentando-se a todos os fatores que influenciam nesse processo, sendo estes, os ciclos de
carga e descarga, a carga a ser alimentada e o período da onda primária.

A variação de ripple é diretamente relacionada com a capacitância e a carga do circuito.
Analisada a forma de onda retificada, obteve-se um período de ripple, calculado a partir
de razões entre comprimentos de arcos do gráfico da função característica, tendo como
referências os valores máximo e mínimo de tensão de ripple previamente estipulados.

As equações (1) e (2) representam o período de ripple e a capacitância, respectivamente.
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Sendo TRipple, referente a equação (1), o intervalo de tempo, em segundos, entre a
tensão mínima (VMin) e a tensão máxima (VMax), em Volts, do ripple, T o período da
onda primária, em segundos, e t o tempo, em segundos. Na equação (2), C representa a
capacitância de filtro, em Farads, R a resistência da carga, em Ohms, e ∆Ripple a diferença
de tensões extremas, em Volts, da onda.

As integrais definidas da equação (1) foram solucionadas numericamente através do
método 3

8 de Simpson, pois tratam-se de integrais elípticas de amplo desenvolvimento
algébrico.

Referindo-se ao circuito RL, o indutor armazena a energia na forma de campo magné-
tico gerado pela passagem de corrente. Segundo [2], após a abertura do circuito, o indutor
não consegue reter essa energia e a libera para o restante do circuito criando uma tensão
reversa nociva.

Para evitar danos ao circuito implementa-se um diodo como elemento de proteção, pois
ele retém a tensão reversa fornecida repentinamente pelo indutor. O dimensionamento do
sistema de proteção baseia-se nos valores de corrente e tensão que o indutor propicia.
A medida que o indutor libera essa energia, a tensão instantânea expressa por VL(t) na
equação (3) diminui com o tempo. Este processo de decaimento ocorre, da mesma forma,
para a corrente instantânea expressa por IL(t) na equação (4).

VL(t) = −Vi · e
−t
τ (3)

IL(t) = Ii · e
−t
τ (4)

Sendo, na equação (3), Vi a tensão, em Volts, no instante em que o indutor esta com-
pletamente carregado, τ a razão entre a indutância e a componente resistiva do circuito,
em Henrys por Ohm, e t o intervalo de tempo do processo, em segundos. Na equação
(4), Ii refere-se a corrente inicial do indutor, em Ampères. Estabelecidos os parâmetros
elencados, é possível selecionar um diodo capaz de bloquear a tensão reversa, operando
sem sofrer danos.

Os métodos desenvolvidos neste trabalho são capazes de relacionar as grandezas en-
volvidas em ambas as aplicações, e por conseguinte o estabelecimento de parâmetros sig-
nificativos para a modelagem de projetos. Esses métodos são condizentes com simuladores
virtuais e práticas experimentais, logo são eficientes para ilustrar matematicamente a re-
alidade.
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